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1) Deneye yanda (sekil-3) wverilen devreyi kurarak M
basladim. Bizden istenen 1KHz’lik frekansa sahip, dalga Yin D1N4001 1
genligi +10V -10V olan iicgen dalgay1 girise bagladim. Bu @

ayarlara gore Vour gerilimini gozlemledim ve diyotun ileri
gerilim degerini 0,6V olarak buldum.

Sekil 3 = Diyot dlciim devresi

2) DC gerilim kaynag: yardim ile diyot tizerindeki gerilimi Tablo-1’de verilen degerlere
ayarlayarak diyot akimini 6él¢tiim. Sonuclar su sekilde;

Tablo-1
Diyot Gerilimi Diyot Akimi .
5V 0 @
0.5V 0.26 mA x
0.55V 0.605 mA 2
0.6V 1.146 mA 2
0.65V 4513 mA 2 ;
0.7V 13.301 mA B
0.75V 47.02 mA &
0.8V . 5 ) -

Devrenin 0.8V luk diyot gerilimine sahip oldugu an, diyot yanmasin diye 6lciilmedi.

Diyot gerilimi Von degerini gecinceye kadar cok diisiik cikti, ciinkii diyot iletime
gecmedi. Deney basinda olciilen diyotun ileri gerilim degerinin dogrulugu ( Von = 0.6V )
tabloda 0.6V ile 0.65V arasindaki yaklasik 4 kat olan oynamadan anlasiliyor.

3) Bu boliimde, devrenin girisine 0V-5V arasinda degisen bir kare dalga uygulayarak diyotun
geri toparlanma siiresini (t,) gozlemledim. 0V-5V’u ayarlarken sinyal iiretecinin DC offset
ayarini kullandim. Tablo-2 su sekilde cikti;
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Tablo-2 Wl

Frekans tr M

5KHz 20 ps i

10 KHz 19 ps ol

20 KHz 17 ps C

40 KHz 12.1 ps s
100 KHz 0.2 us
200 KHz 25 ps T %
500 KHz 1 ps (.

1MHz 0.53 ps : %
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Frekans

Sonuclar veri kitabindakilerle benzerdir ancak ayni degildir. Cilinkii deney kosullar1 ve

verilen DC deger farkhidir. Ancak burada gézlemlenmesi istenen sey frekans ile bu siirenin

arasindaki iliskidir. Goriildiigii ilizere frekans arttikca geri toparlama siiresi azalmaktadir.



Ciinkii faz acis1 frekans ile dogru orantilidir. Eger R, degerini daha biiyiik secersek bu siire

daha da uzar. Bu siireyi T = RC formiilii ile de hesaplayabiliriz.

4) Sekil-4’te verilen devreyi kurdum. Diyot {izerindeki
akim 6l¢mek icin R, direnci iizerindeki gerilimi kullandim
ve verilen tabloyu doldurdum. Tabloda istenen Cj degerini
deneyin on bilgisinde verilen formiil ile hesapladim.
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Ayrica Ip=Vz/R:, R, = 10KQ .

e
"
1 D‘«"pp

R1
AV
100K
DIN4D01
R2
10K

Sekil 4 — Cj dlciimii

C,’yi hesaplarken, formiilde bulunan m ve C,, degerlerini veri kagidindaki degerlerini
kullandim. Yani, C;o=2pF, m=0.33. Buna gore tablo su sekilde oldu;

Denklemden de goriilecegi gibi, R
direncinin artmasiyla diyot {izerindeki
gerilim ve Cj degeri azalacaktir. Diyot
izerine direk olarak
etkileyecek olan eleman R,’dir. Diyot

tizerine diisen gerilimin degismesi Cj’yi

diisen  gerilimi

degistirir.
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Vi. DC Offset | Frekans Vb Vr Ip C;
2 10K 195V | 30mV | 3,02mA | 2.09 pF
3 20K 3.16 V |11.11 mV | 1,01 mA | 2.03 pF
S 40K 517V | 0,07mV |0,007mA| 2pF
8 100K 799V | 0,12mV [0,010mA | 2pF
10 200K 936 V| 0,15mV | 0,016 mA | 2pf
Tablo-3
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